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論文肉容の要旨
(緒言〉
Si ダングーリングボンドは Si 材料の欠陥となり、そのデバイスの電気特性を低下させる。現在、その終端は水素
化処理を用いた Si-H 結合の形成によって行われているが、熱や光照射に対して十分安定ではない。 1997 年、小林ら
は Si02/Si 構造を持った試料をシアン溶液に室温で浸すという簡単な溶液処理(シアン処理)で、 SilSi02 界面の界





では、シアン処理により、 a-Si 薄膜中の欠陥および欠陥前駆体が消滅することが、 XPS 測定や電気特性測定の結果
から明らかになった。 a-Si 薄膜に形成された Si-CN 結合は強力な光照射に対しても安定であった。また、シアン処理
を最も実用的な pin 型 a-Si 太陽電池に施したところ、日11factor (F.F.)が増加し、それに伴い変換効率が向上した。特
に1.0M KCN 水溶液を用いたシアン処理を施した太陽電池においては、 F.F. =0.743 という大きな値が得られた。
〈シアン化水素 (HCN) 水溶液による Si 表面銅汚染の除去〉
Si 表面の銅汚染はキャリア移動度の低下など、デバイス特性を著しく低下させる。シアノイオンは銅に対して非常
に大きな錯安定度定数を持つため、 HCN水溶液を用いたシアン処理は Cu 汚染の新しい洗浄法になり得る。本研究に
おいて、 HCN 水溶液により Si 表面の銅汚染が表面エッチングを伴わずに TXRF の検出下限以下まで除去されること
が確認された。さらに HCN 水溶液の pH を上げることにより、室温で 10 秒という条件でも銅汚染を除去することに
成功した。表面銅汚染の Si02 表面からの除去は、 Langmuir 理論に従ったシアノイオンと銅の錯形成による脱離反
応により起こることが明らかになった。
〈結論〉









よって表面が汚染されたシリコンを HCN 水溶液に浸潰することによって、銅汚染が全反射蛍光 X線分光法の検出限
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